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[背景] 2016年以降の 16 nmのプロセスでEUVLが用いられ、さらに 2020年には線幅 10 nm

が要求されている。我々はこれまでに EUV 干渉露光法によって線幅 15 nm のパタン形成を

実現してきたが、さらに 10 nm のレジストパタン形成を EUV 干渉露光法で実現するために

は 20 nm の吸収体パタン幅を有する透過型回折格子を開発する必要がある。従来の有機レ

ジストでは 25 nm の解像度が限界であった。そこで 10 nm 以下の解像度を有し、さらにエ

ッチング耐性の良いSiを含有した無機レジストHSQを用いて透過型回折格子の製作を進め

たので報告する。 

[実験] まずスピンコートにより吸収体である TaN にレジストを塗布し、またパタンのチャー

ジアップを防ぐために導電膜をレジスト上に塗布した。電子線描画では、近接効果を考慮に入

れた CAD 設計と露光量を変えることで 20 nm の L/S を描くための最適な条件出しを行った。 

[結果] 導電膜を塗布することによってチャージアップを防ぐことができた。また、電子線描画

では露光部と未露光部の比を 2:30、露光量を 3200 μC/cm2で露光することで TaN 上に 20 nm の

L/S を描くことができた。レジストパタンを日立社製 CD-SEM S8840 を用いて観察し、その写

真を Fig. 1 に、また断面のレジストパタンを日立社製断面 SEM S4500 を用いて観察し、その写

真を Fig. 2 に示す。更に、エッチングにより 20 nm のパタン形成を実現し、透過型回折格子の

製作を進める。発表では回折格子を用いた露光結果についても報告する。 

Fig. 1 

CD-SEM による 20 nm L/S パタン 

Fig. 2 

断面 SEM による 20 nm L/S パタン 
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